
JP 2015-144259 A5 2018.2.8

10

20

30

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年2月8日(2018.2.8)

【公開番号】特開2015-144259(P2015-144259A)
【公開日】平成27年8月6日(2015.8.6)
【年通号数】公開・登録公報2015-050
【出願番号】特願2014-256908(P2014-256908)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8234   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/088    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8242   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/108    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/115    (2017.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/788    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/792    (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１７Ｔ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６２６Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   27/08     １０２Ｅ
   Ｈ０１Ｌ   27/08     ３３１Ｅ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｅ
   Ｈ０１Ｌ   27/08     １０２Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   27/10     ３２１　
   Ｈ０１Ｌ   27/10     ４３４　
   Ｈ０１Ｌ   27/10     ６７１Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   27/10     ６２１Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ３７１　
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３３８　

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月15日(2017.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物半導体膜と、
　前記酸化物半導体膜上の酸化防止膜と、
　前記酸化防止膜と接する領域を有するソース電極と、
　前記酸化防止膜と接する領域を有するドレイン電極と、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極上のゲート絶縁膜と、
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　前記ゲート絶縁膜を介して、前記酸化物半導体膜と重なる領域を有するゲート電極と、
を有し、
　前記酸化防止膜を前記ゲート電極上からみたとき、前記ソース電極及び前記ドレイン電
極と接しない領域の幅は、記ソース電極と接する領域及び前記ドレイン電極と接する領域
の幅より小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　第１の酸化物半導体膜と、
　前記第１の酸化物半導体膜上の第２の酸化物半導体膜と、
　前記第２の酸化物半導体膜と接する領域を有するソース電極と、
　前記酸化防止膜と接する領域を有するドレイン電極と、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極上のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜を介して、前記酸化物半導体膜と重なる領域を有するゲート電極と、
を有し、
　前記第２の酸化物半導体膜を前記ゲート電極上からみたとき、前記ソース電極及び前記
ドレイン電極と接しない領域の幅は、記ソース電極と接する領域及び前記ドレイン電極と
接する領域の幅より小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　第１の酸化物半導体膜と、
　前記第１の酸化物半導体膜上の第２の酸化物半導体膜と、
　前記第２の酸化物半導体膜と接する領域を有するソース電極と、
　前記酸化防止膜と接する領域を有するドレイン電極と、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極上のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜を介して、前記酸化物半導体膜と重なる領域を有するゲート電極と、
を有し、
　前記第１の酸化物半導体膜を前記ゲート電極上からみたとき、前記ソース電極及び前記
ドレイン電極と接しない領域の幅は、記ソース電極と接する領域及び前記ドレイン電極と
接する領域の幅と等しく、
　前記第２の酸化物半導体膜を前記ゲート電極上からみたとき、前記ソース電極及び前記
ドレイン電極と接しない領域の幅は、記ソース電極と接する領域及び前記ドレイン電極と
接する領域の幅より小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記ゲート絶縁膜は、電子スピン共鳴スペクトルにおいて、ｇ値が２．０３７以上２．
０３９以下の第１のシグナル、ｇ値が２．００１以上２．００３以下の第２のシグナル、
及びｇ値が１．９６４以上１．９６６以下の第３のシグナルが観測されることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記ゲート絶縁膜は、窒素濃度が１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満である領域を有
することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記ゲート絶縁膜は、水素濃度が５×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満である領域を有
することを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記ゲート絶縁膜は、電子スピン共鳴スペクトルにおいて、窒素酸化物に起因するシグ
ナルが観測されることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項７において、
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　前記窒素酸化物は、一酸化窒素または二酸化窒素であることを特徴とする半導体装置。
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